
めっき関係データ(２)　00.9.5

種々のＰＶＤの比較(Ⅰ)
 

        真空蒸着 イオンプレーティ
ング

　　スパッタリン
グ

  

 コーティングされ
る物質

    

      低融点金属      　できる       できる         できる  

      高融点金属        できる       できる         できる  

      高温酸化物        できる       できる         できる  

 粒子ｴﾈﾙｷﾞｰ蒸発原
子

     0.1～1　eV      0.1～1  eV        1～10　eV  

      イオン         －     30～1000 eV           －  

      堆積速度μｍ/分      　0.1～75      0.1～50       0.01～0.5  

      膜の外観 　　光沢～半光沢    半光沢～艶消し      半光沢～艶消し  

      密度    低温では低密度       高密度        高密度  

      ピンホール    　低温で多い       少ない        少ない  

      基板と膜の境界
層

熱拡散処理しなけ
れば

   拡散層がある     かなりシャープ  

  シャープ    

      密着性 　　あまりよくな
い

     非常に良い 　　  かなり良い  

      膜の純度  蒸発材の純度によ
る

 蒸発材の純度によ
る

 ﾀｰｹﾞｯﾄ材の純度に
よる
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めっき関係データ(２)　00.9.5

      ツキマワリ 蒸発源に直面する
面に

すべての面に完全
に

すべての面に完全
につく

 

        (複雑な形状に) のみコートされる つく が電極構造により
制約が

 

    ある  

 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ前の基板の 真空中加熱脱ｶﾞｽ
または

ｽﾊﾟｯﾀｴｯﾁﾝｸﾞ(ﾌﾟﾛｾｽ
中で

ｽﾊﾟｯﾀｴｯﾁﾝｸﾞ(逆ｽﾊﾟ
ｯﾀ)

 

 　表面処理 ｸｸﾞﾛｰ放電ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ も行える) も行える)  
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